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控制驱动电路

概述 

ET6220 是 LED 矩阵显示控制驱动电路。内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等模

块，采用 3 线串行接口, 可实现驱动 7×6 到 4×9 不同规格的 LED 矩阵和 1×6 的按键矩阵。 

功能特点 

● 工作电压范围3.0V～5.5V 

● CMOS工艺，低功耗 

● 显示矩阵模式：7×6 到 4×9，最大42个LED 

● 8个层次的整体亮度调节 

● 最大支持1×6按键矩阵 

● 3线串行接口 

● 产品名称和封装形式： 

产品名称 封装形式 

ET6220 TSSOP20 

管脚排列图 
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管脚说明 

管脚编号 管脚名称 I/O 功能描述 

1 OSC I 振荡输入端口，连接一个电阻以决定振荡频率 

1 DIO I/O 串行接口的数据输入输出端口 

2 CLK I 串行接口的时钟输入端口 

3 STB I 串行接口的选通端口 

4,5 K2 I 键扫描输入端口（内置下拉电阻） 

6 VDD ─ 电源输入端口 

7～12 SG1/KS1～SG6/KS6 O 段输出端口，接 LED 正极，也当作键扫描的输出端口 

13~15 SG12/GR7～SG14/GR5 O 段/位输出端口，通过寄存器选择段输出或者位输出 

16,17 GR4～GR3 O 位输出端口，接 LED 负极 

18 GND ─ 接地端口 

19,20 GR2～GR1 O 位输出端口，接 LED 负极 

功能框图 
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功能说明 

命令 

在 STB 端口的状态由高变低后，由 DIN 端口输入命令的第一个字节（B0～B7）。假如数据或命令在传输时由于

某些原因 STB 端口被设为高，则串行通讯被初始化，正在输入的数据/命令被视为无效。 

命令 1：显示模式设置命令 

显示模式设置命令决定了所用到的段、位数（4～7 位，10～13 段）。必须执行一条显示设置命令来使显示继续。

如果选择了相同的模式设置，命令不执行。 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B1 功能 描述 

0 0 不相关位 

0 0 

显示段位 

设置 

9 段×4 位 

0 1 8 段×5 位 

1 0 7 段×6 位 

1 1 6 段×7 位（默认值） 

命令 2：数据设置命令 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B1 功能 描述 

0 1 不相关位 

0    
模式设置 

工作模式 

1    测试模式 

 0   
地址模式 

自动累加 

 1   固定地址 

  0 0 
数据读写 

写数据模式 

  1 0 读按键键值数据 

键扫描矩阵和键扫描输入数据储存 RAM 

键扫描矩阵是由如下所示的 10×2 阵列组成： 

K2

SG1/ SG2/ SG3/ SG4/ SG5/ SG6/

KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6

 
 

每一个键扫描输入的数据存储方式如下，通过 READ 命令读数据从低位开始输出。芯片 K 和 KS 引脚对应的按

键按下时，对应的字节内的 BIT 位为“1”； 

 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 READING

SEQUENCE

 

BYTE1 × SG1/KS1 × × SG2/KS2 × 

BYTE2 × SG3/KS3 × × SG4/KS4 × 

BYTE3 × SG5/KS5 × × SG6/KS6 × 

  K2   K2  
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注释：B0、B2、B3、B5～B7 无定义。 

命令 3：地址设置命令 

地址设置命令是用于设置显示存储器地址的。如果地址是 00H～0DH，那么该地址有效。如果地址是 0EH 或是

更高的地址，则数据无效除非再次设定正确的地址。当电源上电时，默认地址为 00H。 

MSB                                                                                   LSB 

1 1 不相关位 b3 b2 b1 b0 

b0 到 b3 地址为 00H～0DH 

显示模式和 RAM 地址 

显示 RAM 存储器通过串行接口从外部 MCU 输入数据到 ET6220。 

ET6220 的 RAM 地址如下所示（8 位单元）。 

SG1………SG4 SG5…SG6 SG12 SG13…SG14 Matrix Address 

00HL 00HU 01HL 01HU GR1 

02HL 02HU 03HL 03HU GR2 

04HL 04HU 05HL 05HU GR3 

06HL 06HU 07HL 07HU GR4 

08HL 08HU 09HL 09HU GR5 

0AHL 0AHU 0BHL 0BHU GR6 

0CHL 0CHU 0DHL 0DHU GR7 

 

b0…………….b3 b4………………b7 

xxHL xxHU 

低 4 位 高 4 位 

命令 4：显示控制命令 

显示控制命令是控制显示开和关和设置显示亮度脉宽。当电源上电时，默认设定 1/16 的脉宽并且显示关闭（键

扫描启动）。 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 功能 描述 

1 0 不相关位 

0    
显示状态 

显示关闭（键扫描继续） 

1    显示开启 

 0 0 0 

调光等级 

占空比 1/16 

 0 0 1 占空比 2/16 

 0 1 0 占空比 4/16 

 0 1 1 占空比 10/16 

 1 0 0 占空比 11/16 

 1 0 1 占空比 12/16 

 1 1 0 占空比 13/16 

 1 1 1 占空比 14/16 
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扫描和显示时序 

键扫描和显示时序图如下所示。键扫描的一个周期包含 2 帧。6×1 矩阵的数据存储在 RAM 中。 

SG Output DIG1 DIG2 DIG3 DIGn DIG1

1 Frame=Tdisplay ×（n+1）

G1

G2

G3

Gn

Tdisplay=500us
Key Scan
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串行通讯格式 

下图所示是 ET6220 的串行通讯格式。DIO 端口是一个开漏输入输出端口，所以务必保证要外接一个上拉电阻

（1K～10K）。 

如果数据继续

STB

DIO

1 2 3 7 8

b0 b1 b2 b6 b7

CLK

接收（数据/命令写操作）

 
 

 

传输（数据读操作） 

 

STB

DIO

1 2 3 7 8

b0 b1 b2 b3

CLK

b4 b5 b6 b7

4 5 6 1 2 3 4 5 6

b0 b1 b2 b3 b4 b5

twait

设置读数据命令 开始读数据

DIO

 
 

twait（等待时间）≥1µs 

值得注意的是当读数据时，指令的第八个时钟的上升沿至随后读数据的第一个时钟的下降沿必须有大于或等于

1µs 的等待时间（twait）。 
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转换特性波形 
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转换特性时序 

符号 参数 范围 单位 

PWCLK CLK 时钟脉宽 ≥400 ns 

PWSTB STB 滤波脉宽 ≥1 us 

tsetup 数据设置时间 ≥100 ns 

thold 数据保持时间 ≥100 ns 

tCLK-STB 时钟滤波时间 ≥1 us 

tTHZ 下降时间 ≤10 us 

tTZH 上升时间 ≤1 us 

tPZL 传输延迟时间 ≤100 ns 

tPLZ 传输延迟时间 ≤300 ns 

tTZL  <1 us 

tTLZ  <10 us 

注：测试条件如下所示。 

tTHZ（下拉电阻=10KΩ，加载电容=300pF），tTLZ（上拉电阻=10KΩ，加载电容=300pF） 
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通讯应用参考 

输入显示数据 

命令1命令2 命令3 命令4数据1 数据n

STB

CLK

DIO

 
 

命令 1：显示模式设置命令 

命令 2：数据设置命令 

命令 3：地址设置命令 

数据 1～n：移动显示数据（最大 14 个字节） 

命令 4：显示控制命令 

 

输入特定地址 

命令3命令2 命令3 数据数据

STB

CLK

DIO

 
 

命令 2：设置数据 

命令 3：设置地址 

数据：显示数据 
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软件流程图 

     

开始

延时200 ms

设置

命令2

（写数据）

设置

命令3

清显示RAM

（见注释）

设置

命令1

设置

命令4

（88H-8FH：显示开启）

主程序

设置

命令2

（包括读键扫描数据和写数据）

设置

命令3

设置

命令1

设置

命令4

结束

初始化

设置 

主循环

设置

命令4

（88H-87H：显示关闭）

设置

命令1

 
 

注：命令 1：显示模式 

命令 2：设置数据 

命令 3：设置地址 

命令 4：显示控制 

当 IC 第一次上电时，显示 RAM 中的内容并没有被定义，因此务必在初始化设置中清空显示 RAM 中的内容。 
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极限参数 

最大额定值（TA = 25°C，GND = 0V） 

参数 符号 范围 单位 

提供电压 VDD -0.5～+7.0 V 

逻辑输入电压 VI -0.5～VDD+0.5 V 

驱动输出电流 
IOLGR +250 mA 

IOHSG -50 mA 

最大输出电流 ITOTAL 250 mA 

芯片结温度 TJ -40～+150 °C 

储存温度 TSTG -65～+150 °C 

 

推荐工作条件 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

逻辑电源电压 VDD 3.0 5.0 5.5 V 

高电平输入电压 VIH 0.8VDD  VDD V 

低电平输入电压 VIL 0  0.25VDD V 

工作温度 TA -40  +85 °C 

电参数（VDD = 5V，GND = 0V，TA = 25°C） 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

高电平输出电流 
IOHSG1 SGn 端口，VO=VDD -2V -20 -25 -40 mA 

IOHSG2 SGn 端口，VO=VDD -3V -25 -30 -50 mA 

低电平输出电流 IOLGR GRn 端口，VO= 0.3V 100 140 — mA 

低电平输出电流 IOLDOUT VO=0.4V 4   mA 

高电平输入电压 VIH  0.8VDD  5 V 

低电平输入电压 VIL  0  0.25VDD V 

动态电流（见注释） IDD_DYN    5 mA 

振荡频率 fosc R=51k 350 500 650 kHz 

K2 的下拉电阻 RKN K2 40 — 100 kΩ 

注：测试条件：设置显示控制命令=80H（显示关闭状态&无载入情况） 
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参考应用线路图 
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注：此电路仅供参考; 

滤波电容放置在尽可能接近 VDD 的地方。 
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封装尺寸图 
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